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Pedgjos gados zinatnieki ir paradijusi, ka nanovadiem piemit augsta fotojutiba,
tadgjadi sadiem materialiem piemit potencials pielietojums optoelektronika. Ta ka vél
joprojam tiek mekléti dazadi risinajumi ka izgatavot efektivakus nanoizméra fotodetektorus,
Saja projekta tika piedavats izgatavot dazadu perspektivu materialu nanovadu un nanovadu
kodola-apvalka heterostruktiru fotorezistorus un izpétit to fotoelektriskas ipasibas. Parejas
metalu halkogenidu (PMH), pieméram WS, un MoS,, hetero- nanostruktiiras ir masdienigs
hibridu nanomaterialu veids, kuras PMH tiek apvienoti ar citiem materialiem (t.i. oksidiem,
sulfidiem vai citiem PMH), lai iegiitu jaunus funkcionalus materialus ar uzlabotam
optiskajam un elektriskajam 1pasibam. Gan pasu PMH monoslanu audzeSanas, gan
funkcionalu hetero- nanostruktiru iericu veidoSanas metodika ir tikai attistibas sakuma
stadija, tapec ir nepiecieSami V&l petjumi par $adu nanomaterialu sintézi un funkcionalu
iericu prototipu izstradi, kas potenciali pavéru celu to izmantoSanai dazados specifiskos,
praktiskos pielietojumos.

Projekta sakumposma tika izstradata metodika nanovadu fotorezistoru izgatavosanai
un to fotoelektrisko Tpasibu noteikSanai. Pirmaja soli tika izgatavoti zelta mikroelektrodi uz
oksidétas silicija pamatnes (skat. 1a attéls), izmantojot optisko litografiju un standarta lift-off
procediiru, un tika izstradata metodika izaudz&to nanovadu novieto$anai uz tiem, veicot in
situ nanomanipulacijas SEM-FIB iekarta. Otraja soli tika izveidota eksperimentala iekarta ar
mikroadatam divkontakta elektriskajiem mérijumiem, sprieguma avotu un pikoampé&rmetru,
un 405 nm, 532 nm, 660 nm lazeriem $adu nanovadu fotorezistoru fotoelektrisko ipasibu
pétisanai (skat. 1b attelu).

1. attéls. Ar optisko mikroskopu uznemts zelta elektrodu attéls (a), un nanovada fotoelektrisko

Ipasibu petisanas eksperimentalas iekartas shematisks att€lojums (b).

Projekta pirmaja pétniecibas dala tika izgatavoti dazadu aizliegto zonu platuma
pusvaditaju (PbS, In,S3;, CdS un ZnSe) nanovadu fotorezistori, un pétita to pielietojamiba
krasu-jutigiem fotodetektoriem. Nanovadi tika izaudzeti ar vapour-liquid-solid audzéSanas
mehanismu, to struktiira un morfologija raksturota ar skengjoso un transmisijas elektronu
mikroskopiem (SEM un TEM) un rentgenstaru difrakciju (XRD). lzgatavotajiem



fotorezistoriem tika uznemtas voltampéru raksturliknes un noteiktas fotoreakcijas
(photoresponse) vértibas pie dazadiem vilpa garumiem (405 nm, 532 nm un 660 nm) no on-
off grafikiem (skat. 2. att.). Materialiem tika nov&rota atskiriga jutiba uz dazadu vilna garumu
gaismu, kas bija sagaidams, tacu vairakiem materialiem ar1 tika noverota jutiba pret virs-cut-
off vilpa garuma gaismu, kuru biitu nepiecieSams noverst, pasivgjot defektus, lai $adus
fotorezistorus potenciali varétu pielietot krasu-jutigos gaismas detektoros. Par So p&tijumu ir
sagatavots zinatnisks raksts: E. Butanovs, J. Butikova, B. Polyakov. Towards metal
chalcogenide nanowire-based colour-sensitive photodetectors.
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Projekta otraja pétniecibas dala tika izgatavoti fotorezistori no ZnO-WS;
heterostrukttiram [1], noteiktas to fotoelektriskas ipasibas (skat. 3. att.) un salidzinatas ar ZnO
nanovadu un WS, mikrokristalu Tpasibam. Sadu heterostruktiiru fotorezistori raksturojas ar
lielaku reagétsp&ju (responsivity R;) neka abu atsevisko p&tito materialu fotorezistori, ka ari
tiem piemit lielaka atrdarbiba neka ZnO nanovadiem, tadgjadi var secinat, ka apvienojot
atseviSkus materialus heterostrukturas, var ieglit jaunu materialu ar uzlabotam pasibam. Par
So veikto pétijumu tiks sagatavota zinatniska publikacija.
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3. attels. On-off fotoreakcijas mérijjumi (a) ZnO nanovadu (b) WS, mikrokristalu (c) ZnO-WS,
heterostrukttru fotorezistoriem pie 1V sprieguma un 405 nm, 532 nm un 660 nm gaismas
apstaro$anas ar 0.5 W/cm? intensitati.
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